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【はじめに】 1550nm 帯多重積層量子ドット構造

(QD)[1]の組成制御技術として、我々はイオン注入

を用いた組成混合(QDI)[2]を検討し、最大 190 nmの

フォトルミネセンス(PL)波長のシフトを確認した

[3]。またさらに、集積レーザへの適用を目指して、

ウエハ表面に堆積した SiO2 膜及びレジスト(AZ)膜

で領域制御し、QDI化の面内制御に成功した[4]。今

回はその QDI 領域制御技術を用いて波長制御した

レーザ(QDI-LD)を作製、評価したので報告する。 

【実験】 実験に用いた InAs/InAlGaAs多重積層 QD

ウエハは QD 15層(厚さ 300nm)、InAlAs上部クラッ

ド層(厚さ 1.6μm)を有する。このウエハ上に SiO2膜

を堆積及び AZ膜を塗布し、それぞれの厚さの組み

合わせを調整することにより組成領域分けを行っ

た後、その上から B+イオンをドーズ量 1×1014 cm-2、

加速電圧 120 keV でウエハ全面に注入し、600℃、

60 秒アニールしたウエハを用いてブロードエリア

型のレーザ(BA-LD)を作製し、それぞれの領域の境

界で劈開した。最後にこれらの入出力特性および発

振スペクトルを評価した。 

【結果】 Fig.1に組成領域分けした素子の、各領域

(QD, QDI1, QDI2)における PLスペクトルを示した。

また、今回作製した BA-LDの各入出力特性を Fig.2

に示した。閾値電流密度はそれぞれ 1.0kA/cm2 (QD-

LD)、1.2kA/cm2 (QDI1-LD)、1.4kA/cm2 (QDI2-LD)で

ある。これらや微分量子効率の差は状態密度や損失

の差などにも起因するものと考えられる。この面内

PL 波長シフト量制御技術により、受動導波路や変

調器などの集積素子への適用が期待される。 

 

Fig.1 各領域(QD, QDI1, QDI2)における PLスペクトル 

 

 
 

Fig.2 各レーザの発振スペクトル 
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